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1992 anneaux de stockage macroscopiques :

diamétre d'une dizaine de centimetres

refroidissement Doppler tangentiel 1000 ions **Mg*

refroidissement Sysiphe
I. Waki et al.,Phys. Rev. Lett. 68, 2007 (1992)

2005 invention piege surfacique linéaire :
tailles de quelques dizaines de microns

mise a I'échelle et microfabrication
refroidissement Doppler et bandes laterales

J. Chiaverini et al.,Quant. Inf. and Comput. 6, 419 (2005)

2015 premier piege surfacique annulaire :
R = 624pum ; H= 83 ym ;400 ions “°Ca*

compensation problématique
microfabrication "multicouche"

B. Tabakov et al.,Phys. Rev. Applied 4, 031001 (2015)

2017/2019 deuxieme piege surfacique annulaire :

R = 58um ; H= 385 ym ;~20 ions *°Ca*

compensation estimée a 2mK
microfabrication "multicouche"

contréle du moment cinétique (point trap)
H.-K. Li et al.,Phys. Rev. Lett. 118, 153001 (2017)
E. Urban et al.,Phys. Rev. Lett. 123, 133202 (2019)

candidats pour "large scale computing" et quantum registers

candidats pour simulation quantique : Kibble-Zurek, radiation de Hawking, Aharanov-Bohm....
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test de la dissipation RF (hors enceinte)

Prochaine étape : acheminement des faisceaux par guides d'onde intégrées

Polymide

micro-bump
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dessin et fabrication
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étapes de fabrication
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Photoionisation
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Strontium structure
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calcul potentiels DC de compensation

calcul pseudopotentiel (piégeage RF) selon les dimensions
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| Strontium ion structure

Ultra high vacuum chamber 10~ °mbar
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technologie TSV couplée aux guides d'onde dans le substrat

guides d'ondes + coupleurs en SiN a 1092 nm (repompeur)

réalisation guides d'onde pou piege en anneau
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test fuites et mesure capacité (post fabrication)

images d'ions piégés dans l'anneau ; remplissage avec ~200 ions

chaine zig-zag bloguée ; compensation optimale, ions "libres"
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